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BJT en pequena senal
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Criterios de Diseiio

Seleccion del punto de trabajo

y elementos del circuito
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BJT Polarizado

Etapas amplificadoras basicas

terminal de excitacion
terminal de salida
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base comun

colector comun



ctapas basicas colector comun base comun

amplificadoras Vee

emisor comun







Emisor comun con
capacitor de emisor
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amplificador
de tension
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adaptador de impedancia
amplifica corriente

fuente de
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BJT Polarizado Etapas

FET Polarizado amplificadorgg
basicas
BJT FET
emisor comun fuente comun
base comun puerta comun
colector comun drenaje comun

terminal de excitacion : |
Terminal comun

terminal de salida
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Adaptador de impedancia

amplifica corriente
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